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有機電子デバイスは柔軟性や軽量性などのユニークな特性を持つことから、実用化に向けてセ

ンサ、メモリやトランジスタなどの構成素子の研究開発が盛んに行われている。中でもゲート絶

縁膜に有機強誘電体材料を用いたメモリトランジスタは不揮発性・低消費電力などの特徴から、

電源供給源が限られる携帯情報端末への搭載に特に適していると考えられる。しかしながら、塗

布プロセスが可能な有機強誘電体材料は P(VDF-TrFE)など極めて限られており、より多様性に富

んだ強誘電体材料の開発が求められる。今回、我々は有機強誘電体であるイオン性ポリマーを新

たに開発し、それを用いたメモリトランジスタの作製に成功したので報告する。 

Fig. 1に今回作製したデバイスの構造を示す。強誘電体層はイオン性ポリマーを極性溶媒に溶解

させ、スピンコート法により成膜した。有機半導体層は最高で移動度 16 cm
2
/Vs を示す

3,11-didecyldinaphtho[2,3-d:2’,3’-d’]benzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophene (C10-DNBDT)を真空蒸着法により

成膜した。作製したトランジスタは 10 V以下の低電圧で p型動作を示し、帰りの閾値が行きより

＋3~4 Vほどシフトする結果が得られた（Fig. 2）。これはゲート電場の印可によって強誘電体層の

分極が反転したためと考えられる。また、Vg = -3 Vでのオン/オフ比は 10,000以上であった。本結

果により、今回新たに開発したイオン性ポリマーが有機メモリデバイスの構成材料として有用で

あることが示された。 
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Fig. 1. Schematic structure of memory 

transistor. 
Fig. 2. Transfer characteristic. 
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